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 دهیچک
 ثبضذ. ثذیي هٌظَسهی EPD ثِ سٍش وشثي ـ وشثيثش سٍی وبهپَصیت  دّیپَضص هٌظَسثِ SiCًبًَرسات  ّذف اص ایي پظٍّص ثشسسی پبیذاسی

تْیِ  هبوشٍسىَپی تَسظ تػبٍیش ّبپبیذاسی سَسپبًسیَىتْیِ ضذًذ.  PEI سبصدس حضَس پشاوٌذُهختلف ٍ ّبی دس حلال ییّبسَسپبًسیَى

دس اداهِ پَضص هَسد ًظش اص  گشفت.هَسد ثشسسی لشاس اًذاصُ رساتتَصیع  گیشی پتبًسیل صتب ٍسبعت ٍ اًذاصُ 24پس اص گزضت  ّبآى ضذُ اص

 PEIدسغذ ٍصًی  6ٍ دس حضَس  pH=10دس اتبًَل، دس وِ سَسپبًسیَى تْیِ ضذُ  ًتبیح ًطبى داد سَسپبًسیَى ثْیٌِ ثش سٍی صیش لایِ اعوبل ضذ.

ٍلت ویفیت ثْتشی  30دس ٍلتبط  ضص اعوبل ضذُپًَطبى داد وِ  (SEMهیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی ) تػبٍیش . ّوچٌیيپبیذاسی ثْتشی داسد

 ثبضذ.اسای سغح یىٌَاخت ٍ ثذٍى حفشُ هیداضتِ ٍ د

 

  :یدیکلهای  واژه
 .سَسپبًسیَى، پتبًسیل صتب، وبهپَصیت وشثي ـ وشثي، پبیذاسی SiC، ًبًَرسات دّی الىتشٍفَستیهسسَة

 

 

 مقدمه -1

ـ وشثي وشثي ّبی هَاد پبیِ وشثٌی هثل گشافیت ٍ وبهپَصیت

ای هبًٌذ حفظ خَاظ هىبًیىی دس العبدُداسای خَاظ فَق

ون، ًسجت استحىبم ثِ ٍصى  چگبلیدهبّبی ثبلا، دیشگذاصی ثبلا، 

ثبلا، همبٍهت ثِ ضَن حشاستی ثبلا، پبیذاسی ضیویبیی خَة، 

ضشیت اًجسبط حشاستی پبییي ٍ ّذایت حشاستی ٍ الىتشیىی 

دس غٌبیع هختلف داسًذ؛ هٌبست ّستٌذ. ایي هَاد وبسثشد ٍسیعی 

ّب، تشهض ّب، ولاّه هَضهّب، ًبصل هَضهاص خولِ: پشُ تَسثیي

ّب. اوسیذاسیَى هَاد َّاپیوب، ساوتَسّبی دهب ثبلا ٍ الوٌت وَسُ

◦وشثٌی دس دهبّبی ثبلای 
C 500  دس اتوسفش اوسیذی هَخت ٍ

 [. 9-1ضَد ]ّب دس هَاسد هختلف هیهحذٍدیت وبسثشد آى

 

شای استفبدُ اص ایي هَاد دس دهبّبی ثبلا ثبیذ هیضاى ثٌبثشایي ث

 همبٍهت ثِ اوسیذاسیَى ایي هَاد سا افضایص داد.

-تَاًذ ساُّبی همبٍم دس ثشاثش اوسیذاسیَى هیاستفبدُ اص پَضص

حل هٌبسجی ثشای خلَگیشی اص اوسیذاسیَى هَاد وشثٌی ثبضذ. 

هختلفی ّبی سشاهیىی ّبی اخیش پَضصثشای ایي هٌظَس دس سبل

-ٍ ... ثشسسی ضذُ SiO2 ،B4C ،TiC ،SiC ،Si3N4 ،MoSi2هبًٌذ 

دلیل سبصگبسی ضیویبیی ٍ [. دس ایي هیبى وبسثیذ سیلیسین ث1ِ] اًذ

ّبی هٌبست ثشای ی وشثٌی یىی اص پَضصفیضیىی خَة ثب صهیٌِ

ثبضذ. وبسثیذ هَاد وشثٌی اص خولِ وبهپَصیت وشثي ـ وشثي هی

عٌَاى یه سذ دس ثشاثش ثِ SiO2ی ًبصوی اص لایِسیلیسین ثب تَلیذ 
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◦ًفَر اوسیظى تب دهبی 
C 1700 [.2وٌذ ]عول هی 

ثش سٍی وبهپَصیت  SiCّبی هختلفی ثشای اعوبل پَضص سٍش

تَاى ثِ سٍش وشثي ـ وشثي ٍخَد داسد وِ اص آى خولِ هی

[، ٍاوٌص ضیویبیی فبص 10( ]Slurry-Sinteringدٍغبثی ـ صیٌتشی )

دّی ضیویبیی [، سسَة11] (Chemical Vapor Reactionثخبس )

[، 11-12( ]Chemical Vapor Depositionفبص ثخبس )

-[ ٍ سسَة13-16( ]Pack Cementationای )سوبًتبسیَى خعجِ

[ اضبسُ وشد. دس ثیي ایي 16- 19] (EPD)دّی الىتشٍفَستیه 

دلیل سبدُ ثَدى تدْیضات، صهبى ون ثِ EPDّب، سٍش سٍش

ّبی دّی لغعبت ثب ضىلدّی ٍ اهىبى پَضصفشآیٌذ پَضص

-سسَة [.22-20ٌّذسی پیچیذُ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ است ]

دّی الىتشٍفَستیه یه فشآیٌذ ولَئیذی است وِ دس آى 

رسات ثبسداس ضذُ دس داخل سَسپبًسیَى دس اثش اعوبل هیذاى 

[. دس 23ضًَذ ]الىتشیىی ثش سٍی الىتشٍد سسبًب پَضص دادُ هی

دلیل الىتشٍلیض ٍ عٌَاى حلال ثِاستفبدُ اص آة ثِ EPDسٍش 

ّبی سیض دس ًضدیىی الىتشٍد هحذٍدیت داسد. تَلیذ حجبة

سبصی ّب ثشای آهبدُّبی آلی هثل الىلثٌبثشایي حلال

تشیي هشاحل [. یىی اص هْن28-24ضًَذ ]سَسپبًسیَى استفبدُ هی

بًسیَى پبیذاس است دّی الىتشٍفَستیه ایدبد سَسپدس سسَة

[. 29اًذ ]وِ دس آى رسات دس داخل حلال ثِ خَثی پشاوٌذُ ضذُ

ّب ٍخَد عَسولی سِ سٍش ثشای پبیذاسسبصی سَسپبًسیَىثِ

 Electrostaticپبیذاسسبصی الىتشٍاستبتیىی ) (1داسد: 

Stabilization ،)2) ( پبیذاسسبصی استشیىیSteric 

Stabilization ٍ )3) ىتشٍاستشیىی پبیذاسسبصی ال

(Electrosteric Stabilization دس سٍش اٍل ثبس سغحی رسات .)

ی حبغل اص آى عبهل اغلی پبیذاسی است. دس ٍ ًیشٍی دافعِ

سٍش دٍم عبهل اغلی پبیذاسی خزة پلیوش ثذٍى ثبس ثش سٍی 

ّبی پلیوشی است. سغح رسات ٍ ًیشٍی دافعِ حبغل اص صًدیشُ

ثبضذ. دس ایي ٍ دٍم هی ّبی اٍلسٍش سَم تشویجی اص سٍش

سبص عٌَاى پشاوٌذُ( ثِسٍش اص پلیوش ثبسداس )پلی الىتشٍلیت

 [.30ضَد ]استفبدُ هی

دس  SiCدس ایي پظٍّص تلاش ضذُ است تب پبیذاسی ًبًَرسات 

سبص اتبًَل، هتبًَل ٍ ایضٍپشٍپبًَل دس حضَس پشاوٌذُّبی حلال

PEI  دس ٍpHایدبد  پَضصثشسسی ضَد. ّوچٌیي  ّبی هختلف

اص سَسپبًسیَى ثْیٌِ، دس ٍلتبطّبی هختلف  EPDضذُ ثِ سٍش 

 هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است.

 

 های تجرتیفعالیت -2
  مواد مصرفی 2-1

ًبًَهتش ٍ  50ی ووتش اص ثب اًذاصُ داًِ SiCدس ایي پظٍّص، پَدس 

ّبی اتبًَل، هتبًَل ٍ دسغذ ٍ حلال 99خلَظ ثبلای 

دسغذ هَسد استفبدُ لشاس گشفتٌذ.  6/99َظ ایضٍپشٍپبًَل ثب خل

سا ًطبى  SiCًبًَرسات  XRDٍ الگَی  TEM تػَیش( 1ضىل )

 Sigma-Aldrich, average Mw ~25000دّذ. ّوچٌیي اص )هی

branched)PEI  ِسبص استفبدُ ضذعٌَاى پشاوٌذُث. 

 

 

 
 SiCًبًَرسات  XRDالگَی  :ة()ٍ  TEM تػَیش :الف()(: 1ضىل )
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، دس g/l  5ّبیی ثب غلظتپبیذاسی، سَسپبًسیَىهٌظَس ثشسسی ثِ

، 6، 4، 2ّبی pHّبی اتبًَل، هتبًَل ٍ ایضٍپشٍپبًَل ٍ دس حلال

استفبدُ  HCl  ٍNaOHاص  pHتْیِ ضذ. ثشای تغییش  12ٍ  10، 8

AZ (Model:8685 )هتش للوی  pHّب تَسظ ًوًَِ pHضذ ٍ 

ثش پبیذاسی،  PEIسبص تٌظین گشدیذ. ثِ هٌظَس ثشسسی تأثیش پشاوٌذُ

)ثش حست دسغذ ٍصًی پَدس خطه(  PEIدسغذ ٍصًی  3همذاس 

. ّوچٌیي تأثیش همبدیش هختلف ّب اضبفِ ضذثِ ایي سَسپبًسیَى

PEI  ثش پبیذاسی سَسپبًسیَى ًبًَرساتSiC  دس اتبًَل هَسد

-ضشح صیش هیّب ثِسًٍذ تْیِ سَسپبًسیَى ثشسسی لشاس گشفت.

  ثبضذ:

سبعت  1آساهی ثِ حلال اضبفِ ضذ ٍ ثِ هذت ثِ  SiCپَدس  -1

ّبیی وِ سٍی ّوضى هغٌبعیسی لشاس گشفت. دس سَسپبًسیَى

حلال  ثِ هذت ًین سبعت دس PEIسبص ثَدًذ اثتذا حبٍی پشاوٌذُ

ثِ آى  SiCٍ ثش سٍی ّوضى هغٌبعیسی حل ضذ ٍ سپس پَدس 

 سبعت سٍی ّوضى هغٌبعیسی هخلَط ضذًذ. 1ثِ هذت اضبفِ ٍ 

هذت ًین سبعت دس حوبم بًسیَى هَسد ًظش ثِ سَسپ -2

 لشاس گشفت.التشاسًَیه 

3- pH ًَِ12ّب ثِ هذت ّب تٌظین ٍ پس اص آى سَسپبًسیَىًو 

 سبعت دس ّوضى هغٌبعیسی هخلَط ضذًذ.

ی آصهبیص سیختِ ضذًذ ٍ پس ّب داخل لَلِدس اداهِ سَسپبًسیَى

ًذاصُ ّب عىس گشفتِ ضذ. تَصیع اسبعت اص آى 24اص گزضت 

ّب تَسظ دستگبُ رسات ٍ همذاس پتبًسیل صتب ثشای سَسپبًسیَى

 دست آهذ.( ثMicrotrac, Nanotrac Wave, USAِهتش )صتب

 

 دهی الکتروفورتیکپوشش -2-2

وشثي ـ دّی ًبًَرسات وبسثیذ سیلسین، اص وبهپَصیت ثشای پَضص

عٌَاى هتش ثِهیلی 3هتش هشثع ٍ ضخبهت هیلی 10×20وشثي ثب اثعبد 

هتش هشثع ٍ هیلی 20×30ًضى ثب اثعبد صیش لایِ ٍ اص ٍسق فَلاد صًگ

هتش ثشای الىتشٍد ثب ثبس هخبلف استفبدُ ضذ. هیلی 1ضخبهت 

هتش سبًتی 1غَست هَاصی ٍ ثِ فبغلِ وشثي ـ وشثي ثِوبهپَصیت 

-ٍاسُ( عشح2ًضى لشاس گشفت. ضىل )دس ثیي دٍ ٍسق فَلاد صًگ

دّذ. سا ًطبى هی EPDّی ثِ سٍش دای اص سیستن پَضص

، دس چْبس ٍلتبط g/l5 دّی اص سَسپبًسیَى ثب غلظت پَضص

دلیمِ اًدبم گشفت.  2ٍلت( ٍ صهبى  50ٍ  40، 30، 20هتفبٍت )

طگبُ خطه ضذًذ. سبعت دس هحیظ آصهبی 24ّب ثِ هذت ًوًَِ

پَضص اعوبل ضذُ تَسظ هیىشٍسىَح الىتشًٍی  سپس ویفیت

 هَسد ثشسسی لشاس گشفت.( FE-SEM, Mira3 Tescan)سٍثطی 

 

 
 

 EPD [22]دّی ثِ سٍش ای اص سیستن پَضصٍاسُ(: عشح2ضىل )

 

 نتایج و تحث -3
 هاتررسی پایداری سوسپانسیون -3-1

سا دس اتبًَل  SiCالف( تػَیش سَسپبًسیَى ًبًَرسات  -3ضىل )

دّذ. ثب تَخِ ثِ ایي ضىل سبعت ًطبى هی 24ٍ پس اص گزضت 

 6، 4، 2بی ّ pHدس اتبًَل ٍ دس  SiCهطخع است وِ ًبًَرسات 

سبعت  24پبیذاسی خَثی ًذاضتِ ٍ پس اص گزضت  12ٍ 

اص  10ٍ  8بی ّ pHاًذ ٍلی دس ّب وبهلاً ضفبف ضذُسَسپبًسیَى

ة( تػَیش  -3پبیذاسی خَثی ثشخَسداس ّستٌذ. ضىل )

دسغذ  3دس اتبًَل ٍ دس حضَس سا  SiCسَسپبًسیَى ًبًَرسات 

عَس وِ اص دّذ. ّوبىسبعت ًطبى هی 24، پس اص PEIٍصًی 

، 4، 2بی ّ pHّب دس ضىل هطخع است، پبیذاسی سَسپبًسیَى

اص پبیذاسی خَثی  12ٍ  10بی ّ pHهغلَة ًجَدُ ٍلی دس  8ٍ  6

 ثِ PEIدسغذ ٍصًی  3ثشخَسداس ّستٌذ. ثٌبثشایي افضٍدى 

دس اتبًَل ثبعث ثْجَد پبیذاسی آى دس  SiCسَسپبًسیَى ًبًَرسات 

pH ضذُ است. 12ٍ  10ّبی 
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ّبی هختلف ٍ دس حلال اتبًَل pHّب دس (: تػبٍیش تْیِ ضذُ اص ًو3ًَِضىل )

 PEI% 3دس حضَس  :ة()ٍ  PEIثذٍى  :الف() :سبعت 24پس اص گزضت 

   

PEI ُسبصی سَسپبًسیَى رسات ثشای آهبدSiC ُی صیش ثب اًذاص

وبس ثشدُ دّی الىتشٍفَستیه ایي رسات ثٍِ پَضص هیىشٍهتش

دّذ. سا ًطبى هی PEIای ( سبختبس ضبخ4ِ[. ضىل )31ضَد ]هی

PEI ُسبص پلیوشی وبتیًَی است ٍ ثشای پشاوٌذُ یه پشاوٌذ

ایي هبدُ  سٍد.وبس هیّبی آلی ثِوشدى رسات سشاهیىی دس حلال

ٍ ایدبد  ثبعث ایدبد پبیذاسی الىتشٍاستشیىی دس سَسپبًسیَى

 [.32ضَد ]دافعِ ثیي رسات سَسپبًسیَى هی

سا پس اص  SiC( پبیذاسی سَسپبًسیَى ًبًَرسات 6( ٍ )5ضىل )

دّذ. سبعت دس هتبًَل ٍ ایضٍپشٍپبًَل ًطبى هی 24گزضت 

اسی ثْتشی پبیذ 12ٍ  2ّبی pHدس هتبًَل ٍ دس  SiCًبًَرسات 

دس ایضٍپشٍپبًَل ٍ دس  SiCداسًذ. ّوچٌیي سَسپبًسیَى ًبًَرسات 

pH=6 ّب اص پبیذاسی خَثی ثشخَسداس است. ثب تَخِ ثِ ایي ضىل

 تأثیشی ثش PEIدسغذ ٍصًی  3هطخع است وِ افضٍدى همذاس 

 
 

 PEI [33]ای اص سبختبس ٍاسُ(: عشح4ضىل )

 

 
 

ّبی هختلف ٍ دس حلال هتبًَل pHّب دس ًوًَِ(: تػبٍیش تْیِ ضذُ اص 5ضىل )

 PEI% 3دس حضَس  :ة()ٍ  PEIثذٍى  :الف() :سبعت 24پس اص گزضت 

 

ّبی هتبًَل ٍ ایضٍپشٍپبًَل دس حلال SiCثْجَد پبیذاسی ًبًَرسات 

 ضَد.ّب هیًطیٌی ایي سَسپبًسیَىًذاضتِ ٍ ثبعث تسشیع دس تِ
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ّبی هختلف ٍ دس حلال pHّب دس (: تػبٍیش تْیِ ضذُ اص ًو6ًَِضىل )

دس حضَس  :ة() ٍ PEIثذٍى  :الف() :سبعت 24ایضٍپشٍپبًَل پس اص گزضت 

3 %PEI 

 

( 6( ٍ )5(، )3ّبی )ّبی هَخَد دس ضىلدس ثیي سَسپبًسیَى

ٍ دس حضَس  pH=10دس اتبًَل، دس  SiCسَسپبًسیَى ًبًَرسات 

هٌظَس ثشسسی تأثیش همذاس پبیذاسی ثْتشی داسد. ثِ سبصپشاوٌذُ% 3

PEI  ثش سٍی پبیذاسی ًبًَرساتSiC  دس اتبًَل، همبدیش هختلف

PEI (5/1 ،3 ،5/4 ،6 ،5/7  ٍ9  دس )دسغذ ٍصًیpH=10  هَسد

ّب سا پس ( تػَیش ایي سَسپبًسیَى7استفبدُ لشاس گشفت. ضىل )

دّذ. ثب تَخِ ثِ ایي ضىل هطخع سٍص ًطبى هی 12اص گزضت 

%، هیضاى پبیذاسی 6% تب 5/1اص  PEIاست وِ ثب افضایص همذاس 

تش همذاس یبثذ. ّوچٌیي ثب افضایص ثیصّب افضایص هیسَسپبًسیَى

ّب ّب افت وشدُ ٍ ًوًَِسبص هیضاى پبیذاسی سَسپبًسیَىپشاوٌذُ

 اًذ. سٍص وبهلاً ضفبف ضذُ 12پس اص 
 

 سا دس حلال SiCتَصیع اًذاصُ رسات پَدس ( ًوَداس 8ضىل )

 دّذ.ًطبى هی pH=10دس  PEIاتبًَل ٍ دس حضَس همبدیش هختلف 

%، اًذاصُ رسات 3% ثِ 5/1سبص اص ثب افضایص همذاس پشاوٌذُ

عَس لبثل تَخْی وبّص یبفتِ است. ثب افضایص سَسپبًسیَى ثِ

ٍ تغییش % اًذاصُ رسات تمشیجبً ثبثت ثَدُ 6% تب 3اص  PEIهمذاس 

سبص ثِ همبدیش چٌذاًی ًذاضتِ است ٍلی افضایص همذاس پشاوٌذُ

   % ثبعث افضایص دس اًذاصُ رسات سَسپبًسیَى ضذُ است.6ثبلای 

  

 
 

ٍ دس  PEIحضَس همبدیش هختلف ّب دس (: تػَیش تْیِ ضذُ اص ًو7ًَِضىل )

 سٍص 12پس اص گزضت  pH=10حلال اتبًَل دس 

 

 
دس حلال اتبًَل ٍ دس حضَس  SiC(: ًوَداس تَصیع اًذاصُ رسات پَدس 8ضىل )

 pH=10دس  PEIهمبدیش هختلف 

 

ثشای  PEI( ًوَداس همبدیش پتبًسیل صتب سا ثش حست همذاس 9ضىل )
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 PEIعجك ایي ًوَداس ثب افضایص همذاس  دّذ.ًطبى هیّب ایي ًوًَِ

ی دٌّذُیبثذ وِ ًطبىس پتبًسیل صتب افضایص هیمذا% ه6% ثِ 5/1اص 

% 6افضایص دس ثبس سغحی رسات است. ّوچٌیي دس همبدیش ثبلای 

PEI  همذاس پتبًسیل صتب ٍ دس ًتیدِ هیضاى ثبس سغحی رسات وبّص

تَاى ًتیدِ ( هی9( ٍ )8ّبی )ثب تَخِ ثِ ضىل ثٌبثشایيیبثذ. هی

ثبعث  PEIی همذاس وبّص یب افضایص ثیص اص اًذاصُ گشفت وِ

ًطیٌی تِ وبّص ثبس سغحی رسات ٍ دس ًتیدِ آگلَهشُ ضذى ٍ

( 7ضَد وِ ایي هسئلِ دس ضىل )دس سَسپبًسیَى هی SiCرسات 

 وبهلاً هطخع است.

دس داخل سَسپبًسیَى ٍخَد داسد  PEIوِ همبدیش ووتشی صهبًی

-پشاوٌذُ ضذُ دس سَسپبًسیَى ثِ SiC%(، سغح رسات 6)ووتش اص 

-ضَد. دس ایي حبلت ثخصضبًذُ ًویپَ PEIعَس وبهل تَسظ 

اًذ توبیل ثِ پَضبًذُ ًطذُ PEIّبیی اص سغح رسات وِ تَسظ 

. ایي هسئلِ ثبعث ذیگش ٍ تطىیل آگلَهشُ داسًذخزة ّو

ًطیٌی سَسپبًسیَى افضایص دس اًذاصُ رسات، عذم پبیذاسی ٍ تِ

%( 6تش اص )ثیص PEIخَاّذ ضذ. ّوچٌیي دس همبدیش ثیطتش 

صاد پلیوش وِ دس داخل سَسپبًسیَى حضَس داسًذ، ّبی آصًدیشُ

وٌٌذ. ایي هسئلِ ّبی پلیوشی هیدس ّوذیگش لفل ضذُ ٍ ایدبد پل

 ضَد.ّب هیًطیٌی ٍ عذم پبیذاسی سَسپبًسیَىًیض هٌدش ثِ تِ

ثٌبثشایي پلیوش هَسد استفبدُ ثبیذ ثِ همذاس هَسد ًیبص دس داخل 

سَسپبًسیَى حضَس داضتِ ثبضذ چَى همبدیش ثیطتش ٍ ووتش پلیوش 

       .[34] ضَدهی ّبسَسپبًسیَىثبعث عذم پبیذاسی 

 
سبص ثشای ًبًَرسات (: ًوَداس پتبًسیل صتب ثش حست همذاس پشاوٌذ9ُضىل )

SiC دس حلال اتبًَل  ٍpH=10 

 دهی الکتروفورتیکپوشش -3-2

وشثي ـ ثش سٍی وبهپَصیت  SiCدّی ًبًَرسات هٌظَس پَضصثِ

وشثي سَسپبًسیًَی ثب اًذاصُ رسات ووتش ٍ پبیذاسی ثیطتش اًتخبة 

 (9ٍ ) (8) (،7ّبی )ًتبیح حبغل اص ضىل ثب تَخِ ثِضذ. 

دسغذ ٍصًی  6دس حضَس  SiCسَسپبًسیَى حبغل اص ًبًَرسات 

PEI،  ٍ دس حلال اتبًَلpH=10 ِعٌَاى سَسپبًسیَى ثْیٌِ ث

ثشای ایي ًوًَِ  ُگیشی ضذاًذاصُ همذاس پتبًسیل صتبیضذ. اًتخبة 

هَسد ًظش تَسظ ایي  . پَضصثبضذهی ٍلتهیلی +6/37 

دلیمِ  2 ٍلت ٍ صهبى 50ٍ  40، 30، 20سَسپبًسیَى دس ٍلتبطّبی 

-ایي ًوًَِ SEM( تػبٍیش 10ثش سٍی الىتشٍد اعوبل ضذ. ضىل )

دّذ. ثب تَخِ ثِ ایي ضىل هطخع است وِ ّب سا ًطبى هی

ٍلت ًسجت ثِ ٍلتبطّبی دیگش اص  30پَضص اعوبل ضذُ دس ٍلتبط 

عَسی وِ . ّوبىشخَسداس ثَدُ ٍ فبلذ حفشُ استویفیت ثْتشی ث

ّبیی دس ضىل ًیض هطخع است، ایي پَضص ًیض داسای تشن

-تش ثَدُ ٍ ثِّبی دیگش وَچهوًَِاست وِ الجتِ ًسجت ثِ ً

 اًذ.غَست خذا اص ّن تطىیل ضذُ

 

 
 

ّبی پَضص دادُ ضذُ دس ًوًَِ تْیِ ضذُ اص SEM(: تػبٍیش 10ضىل )

 ٍلت 50 :د()ٍ  40 :ج()، 30 :ة()، 20 :الف() :ٍلتبطّبی
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 گیریجهینت -6

ساُ حل  EPDثِ سٍش  SiCهمبٍم ثِ اوسیذاسیَى  پَضصاعوبل 

دس دهبی ثبلاست. وشثي ـ وشثي وبهپَصیت هٌبسجی ثشای حفبظت 

اثتذا ثبیذ رسات ثِ خَثی دس داخل حلال هٌبست  EPDدس سٍش 

پشاوٌذُ ضًَذ. سپس ایي رسات دس حضَس هیذاى الىتشیىی ثش 

ضًَذ. دس ایي پظٍّص اثتذا سٍی صیش لایِ پَضص دادُ هی

ًَل، هتبًَل ٍ ّبی اتبدس حلال SiCًبًَرسات پبیذاسی 

-سبص ٍ ّوچٌیي دس حضَس پشاوٌذُایضٍپشٍپبًَل، ثذٍى پشاوٌذُ

 هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ ًتبیح صیش حبغل ضذ: PEIسبص 

ّبی اتبًَل، هتبًَل ٍ دس حلال SiCًبًَرسات پبیذاسی  -1

-سبص ٍ ّوچٌیي دس حضَس پشاوٌذُایضٍپشٍپبًَل، ثذٍى پشاوٌذُ

 سَسپبًسیَى ٍاثستِ است. pHضذت ثِ همذاس ثِ PEIسبص 

دس اتبًَل  SiCسَسپبًسیَى ًبًَرسات  ثِ PEI% 3افضٍدى  -2

 ضذُ است.  12ٍ  10ّبی pHثبعث ثْجَد پبیذاسی آى دس 

 دس هتبًَل ٍ SiCسَسپبًسیَى ًبًَرسات  ثِ PEI% 3افضٍدى  -3

 ایضٍپشٍپبًَل تأثیشی ثش ثْجَد پبیذاسی ًذاسد.

وبّص % ثبعث 6دس اتبًَل تب  سبصافضایص همذاس پشاوٌذُ -4

اًذاصُ رسات سَسپبًسیَى ٍ افضایص پتبًسیل صتبی رسات ٍ دس 

تش ٍلی دس همبدیش ثیص ،ضذُ سَسپبًسیَى  افضایص پبیذاسیًتیدِ 

دلیل افضایص اًذاصُ رسات ثِ % پبیذاسی سَسپبًسیَى6اص 

 .یبثذوبّص هیًسیَى ٍ وبّص پتبًسیل صتبی رسات سَسپب

وشثي ـ وبهپَصیت ثش سٍی  SiCدّی ًبًَرسات ّوچٌیي پَضص

دلیمِ اص  2 ٍلت ٍ صهبى 50ٍ  40، 30، 20 وشثي دس ٍلتبطّبی

دس حلال اتبًَل  PEI% 6، دس حضَس g/l  5سَسپبًسیًَی ثب غلظت

ٍلت ٍ  30ًطبى داد وِ پَضص ایدبد ضذُ دس ٍلتبط  pH=10ٍ دس 

 .ویفیت ثْتشی داسد دلیمِ 2صهبى 
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